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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS — DISPOSITIFS DISCRETS -

Partie 9: Transistors bipolaires a grille isolée (IGBT)
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comme normes, spécifications techniques, i efagréés comme tels par les Comités
nationaux.

facon transparente, dans toute la mesure
nationales et reglonales Toute dlvergenc

I'objet de droit
responsable de

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition de
base et a son amendement; cette version a été préparée par commodité pour I'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
I'amendement 1.

La présente norme doit étre lue conjointement avec la CEI 60747-1.

Les annexes A, B et C font partie intégrante de la présente norme.

L'annexe D est donnée uniquement a titre d'information.
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